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NPN-Hochfrequenz-Transistoren fiir Video-Endstufen

BF 177 und BF 178 sind MPMN-Silizium-Hochfrequenz-Transistoren in Flanar-
Technik im Gehause 5 C 3 DIN 41873 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehiuse

elektrisch verbunden,

BF 177: Zum Einsatz in der Video-Endstufe von Fernsehgeriten mit kleiner Bild-

rihre, sowia im Referenzoszillator von Farbfernsehgerdten.

BF 178: Zum Einsatz in der Video-Endstufe von Schwarzweill- Fermnsehgeriten,

Typ | Bestellnummer
BF 177 Q62702-F142
BF 178 Q62702-F143

Gewicht etwa 1.5 g Mae in mm
Grenzdaten BF 177 | BF 178
Kollektor-Emitter-Spannung
(Aee <= 1 k) Ueen 100 185 v
Kollektor-Basis-Spannung Uens 100 160 W
Emitter-Basis-Spannung Ugpa & b ')
Kollektorstram I. 40 &0 mid,
Basisstrom I, 10 10 mé
Sperrschichttemperatur 5 175 175 “C
Lagertemperatur T, -66 bis+1756 =65 bis +175 *C
Gesamtverlustleistung Pt 0.6 1.7 w
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht = Luft  Aynag = 220 = 220 grd W
Kollektorsperrschicht =
Transistorgehause Rinae = 45 = 45 grd W
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Statische Kenndaten (7, = 25°C) BF 177 | BF178
Gleichstromverstirkung:

(Uce =10V: I; = 15 mA) 8 = 20

{UEE = 2ﬁ "nl",' Ic = 3‘0 mA:l B - zu
Kollektor- Emitter- Durchbruchspannung

{IC =4|T|A:Ra -1 kﬁ:RE = ll}ﬂﬂ} U{Bﬂ],c:“ }1m }155 "H"
Kollektor-Basis-Strom (Ugpe = 100 V) Icns < 200 ma
Kollektor-Basis-Strom (Uege = 160 V) Tens < 200 s,
Emitter- Basis- Durchbruchspannung

(lepo = 100 pa) Uamyepe | = 6 =5 W
Dynamische Kenndaten (T, = 25°C) BF177 | BF178
Transitfrequenz

(Uge = 20V; Iz =10 mA; f = 100 MHz) 120 120 MHz
Rickwirkungskapazitat

(Uge =20V, Iz =1 mA: f =1 MHz) —Ci2a 1.3(<3.5)|1.3(<3.,6)| pF
Rickwirkungs-Zeitkonstante

Ueg =20V I =10mA:F = 25 MHz  ropCure =100 = 100 ps
Hochfrequenz-Kollektor-Emitter-

Sidttigungsspannung

(I =15 mA: T; =1580°C; f = 0,6 MHz) Ucpgurne | 10 - W
Hochfrequenz- Kollaktor- Emitter-

Sattigungsspannung’)

(Jo = 30mA; T, =1680°C; f = 0.5 MH2) Ucgsarnr | — 16 v

'} lst digjenige Kollekior-Emitterrestspannung. ber der die Verstirkung entlang der Lestgeraden auf

B0% sbgesunken ist,
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Temperaturabhangighkeit der
zulassigen Gesamtverlustleistung
Pias = 1{T) A= Parameter
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Stromverstérkung 8 = F{Iz)
Ueg = 15V mit EGhlkorper Ay = 35° W
Ty= Farameter
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Kollektorstrom Tg = £ {Uge)
Leg = 16V mit Klhlkbrper &5, = 35° /W
Ty = Parameter
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Temperaturabhingigkeit der
zulissigen Gesamtverlustlelstung
Pioy = FIT) Ay, = Paramater
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Ausgangskennlinien fo = 7 (Ucg)
Iy = Parameter

mA BF177.BF 178
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Temperaturabhingigkeit des
Reststromes foeg = F{Tyl:

B (Ueggs = 100V)
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Transitfrequenz /'y = f (Ic)
Ueg = 15 V; £ = 50 MHz:
mit Kihikorper Ay, = 35* W
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Temperaturabhangighkeit des
Reststromes fegg = (Ty)
(Uegs = 160 V)
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